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중국 

중국의 반도체 기술개발전략 

洪 性 範1) 

중국 반도체발전의 역사는 1956년 주은래 수상의 지도에 따라 중요기술의 하나로 반도체를 채택한 데서 시작된다. 1956년 11
월 중국 최초의 게르마늄 트랜지스터가 시작(試作)되었다. 1960년에는 최초의 IC가 시작(試作)되면서 반도체 개발은 본격화된
다. 이것은 1958년 미국 TI사의 Jack Kilby가 IC를 최초로 성공한 것과 비교해 보아도 세계적으로 결코 뒤진 것은 아니었다. 원
강(院剛)이 이끄는 복단(復旦)대학의 연구팀이 개발한 IC도 Kilby가 만든 IC와 마찬가지로 게르마늄제였으며, 트랜지스터 수는4
개, 수동소자를 합해 소자수는 총 12개였다. 1965년 IC 칩이 개발되면서 반도체 양산화가 시작되었다. 그러나 대약진 운동, 문화
혁명 등의 정치적 파고와 이른바 사회 전반에 걸친 자력갱생의 기조에 따른 자체기술개발에 치중한 결과, 초기의 반도체 기술능력
은 지속적으로 축적되지 못한 채 선진국과의 격차만 크게 벌어졌다. 반도체에 대한 기술개발은 '78년 등소평 등장 이후부터 다시 
활기를 띠고 있다. 그렇지만 본격적인 기술발전은 제7차 5개년 계획이 추진되기 시작한 '80년대 중반 이후부터 이뤄지고 있다. 중
국의 반도체 기술개발은 크게 국가 과학기술계획의 전략적 추진, 국가중점실험실을 중심으로 한 혁신 네트워크의 구축, 해외기술
흡수를 위한 '기술우물전략'의 기조 위에서 진행중이다. 

국가과학기술계획의 전략적 추진 

'70년대 말에서 '80년대 초의 과도기간이 지나면서 개혁개방을 향한 구체적인 정책수단들이 모색되기 시작했다. 특히 4개 현대화
에 핵심적 부문으로 등장한 과학기술증진을 위한 다양한 계획들이 추진되었다. 1982년 11월에 비준된 "15년(1986∼2000) 과학
기술발전계획"은 이러한 맥락에서 중요한 의미를 갖는다. 이 계획은 국무원 과학기술 관련 부서, 중국과학원, 대학 등에서 200여 
명의 전문인력이 동원되어 19개 기술분야별로 작성한 과학기술발전기획안이었다. 기술분야는 농업, 에너지, 교통, 철강, 비철금
속, 화학공업, 기계, 전자, 의료보건, 환경, 섬유, 식품, 기초연구, 생명공학, 대규모집적회로, 컴퓨터, 소프트웨어, 광섬유통신, 신소
재였다. 

1983년 10월 국무원 좌담회에서 趙紫陽이 제기한 '신기술혁명론'도 첨단기술분야에 대한 국가적인 관심을 불러일으키는 중요한 
계기가 되었다. 세계적인 新技術革命의 물결은 선진공업국과 중국과의 기술격차를 확대시킬 것이라는 위기감을 가져다 줌과 동시
에, 중국이 기술진보를 가속화시키는 노력을 하는데 커다란 호기가 될 것으로도 인식되었다. 따라서 기초산업, 전통산업에서 기
술 집약적, 지식 집약적으로 나아가는 이른바 '積上戰略'으로는 영원히 선진국을 따라 잡을 수 없기 때문에 질적인 비약을 위한 기
술 집약적, 지식 집약적 공업 기반의 확충에 중점을 두는 '創新戰略'의 필요성이 강조된 것이다. 이와 같은 '신기술혁명론'은 마이
크로 일렉트로닉스를 중심으로 한 고도기술의 전략적 개발과 기존산업에의 효율적 적용의 문제에 대한 관심을 불러 일으켰다. 

반도체에 대한 본격적인 기술개발노력은 제 7차 5개년 계획(1986∼1990)과 「고도기술연구개발계획」(863계획)에서 구체화되
기 시작했다. 첨단기술 중에서 6차 5개년 계획의 과학기술 우선 순위는 광통신, 레이저, 초전도체, 생명공학 부문에 있는데 비해 7
차 5개년 계획에서는 반도체, 통신, 신소재, 생명공학, 우주항공, 핵에너지, 해양 과학 등의 비중이 높아지면서 반도체에 대한 본격
적인 투자가 시작되었다. 특히 중국 반도체기술의 발전은 1986년부터 시작된 「863계획」의 추진에 힘입은 바가 크다. 1986년 
초 趙紫陽 총리는 "현 시대의 신기술과 고도기술을 장악하는 것은 향후 중국의 경제·사회발전에 중요한 의의를 지니고 있다"고 지

적하면서 신기술혁명에 대한 지금까지의 입장을 다시 명백하게 확인하고 있다. 이에 발 맞추어 1986년 3월부터 고도기술의 발전
전략을 전면적으로 검토하기 시작하여 같은 해 말에 가서 '高度技術硏究開發計劃要綱'의 재정작업을 마쳤으며, 1987년 3월 '제6
기 전국인민대표대회 5차 회의'를 소집하여 이 요강을 정식으로 시행할 것을 선포하였다. 

그러나 사회 경제발전에 미치는 고도기술개발의 중요성 인식에도 불구하고 대량의 인적·물적 자원을 집중적으로 투입해서 대규모

로 고도기술을 발전시켜 나갈 여건이 성숙되지 못했다. 특히 중국이 겪고 있는 자금력의 한계 때문에 국민경제와 밀접한 관계가 
있는 중점분야를 선정하여 도전할 수밖에 없었다. 이러한 목적과 전략에 따라 「863계획」에서는 7개 영역에 걸쳐 주요연구분야
를 선정하였는데 이들 분야를 살펴보면, ① 생명공학(동식물 신품종, 신약 및 백신, 유전인자치료, 단백질 공정 등), ② 우주기술
(고성능 대형운반 로케트, 신형 우주운반체계 등), ③ 정보기술(지능컴퓨터시스템, 광전자기기, 반도체소자 집적기술, 광소자 집
적기술, 정보취득 처리기술 등), ④ 레이저 광선기술(펄스(Pulse) 효율기술, 동이온체기술, 생산가공 응용기술 등), ⑤ 자동화기
술(CIMS, 지능형 로보트 등), ⑥ 에너지 기술(MHD발전, 핵반응기술 등), ⑦ 신소재(광통신 관련 소재, 고성능 구조재료, 특수성
능재료 등)이다. 1993년 「863계획」의 과제수행현황을 보면 총 1,569건(연구비 2억 9천 백 2십만 元) 중에서 정보기술 분야
가 649건(8천 7백 2십 7만 元)으로 전체의 30%를 차지하고 있다. 

'國家重點實驗室'을 중심으로 한 혁신 네트워크의 구축 

'국가중점실험실'의 건설은 중국 과학기술체제의 폐쇄성 타파, 유능한 과학기술인력의 배양, 중국과학기술수준의 제고를 목표로 
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1984년부터 추진되었다. 開放, 聯合, 流動의 원칙에 따른 새로운 운영시스템이 구축되었는데 운영의 핵심은 거점실험실(母실험
실)을 중심으로 여러 기관들이 공동으로 프로젝트를 추진하고, 여기에 많은 과학기술인력들이 과제의 내용에 따라 母실험실에 객
원연구원으로 참여하는데 있다. 즉 기술혁신네트워크의 중심에 '국가중점실험실'을 구축하고 중심망(hub)에 한정된 자원을 집중 
투자하는 확산 지향적 전략으로 요약된다. 

반도체 관련 '국가중점실험실'은 1989년 중국과학원 반도체연구소를 母실험실로 「반도체 초결정 격자 국가중점실험실」이란 명
칭으로 구축되었다. 여기에는 중국과학원을 중심으로 靑華大學, 北京大學, 南開大學, 復旦大學, 南京大學과 중국과학원 상해 기술
물리연구소, 중국과학원 상해 야금 연구소, 중국과학원 물리연구소 등이 참여하고 있다. 최근의 주요 연구분야는 반도체 초결정 
구조물리, 초결정 다층이질 구조재료, 반도체 초결정 종합 스펙트럼, 신형 초결정 주요 부품개발 등이다. 1996년 3월 11일자 
「中國科學報」에 게재된 내용을 보면 중국과학원 반도체 연구소의 국가공정연구중심 및 집적광전자 국가개발실험실을 중심으
로 청화대학, 길림대학의 대학연구진과 북경 海持광전자 기술공사의 기술진이 공동으로 863계획에 참여하여 '대 전력 반도체 양
자 레이저', 1.3㎛ 반도체 양자 레이저', 반도체 가시광전 양자 레이저' 등을 개발했다. 

8차 5개년 계획기간(1991∼1995)에 이룩한 대표적인 기술적 성과를 보면 '0,8㎛ CMOS 집적회로 웨이퍼제조기술', '0.5㎛ 미세 
패턴 형성 기초연구', 'ASIC설계 및 개발', '대 전력VDMOS 소자 개발' 등이다. 

중국의 ㎛급 기술개발과 이와 관련된 전자빔, X선 리소그래피, 자기강화반응 이온식각 설비 등은 자체연구개발로 이룬 것으로 
'80년대에 비해 많은 기술적 진보가 이뤄졌다. 특히 반도체 관련 기초이론 및 기반기술분야에서는 상당부분 선진국에 근접해 가
고 있는 것으로 평가할 수 있다. 또한 이러한 기술개발들은 '국가중점실험실'이라는 운영 메커니즘을 통해 기술지식축적의 네트워
크를 강화해 나가고 있는 점도 하나의 특징이다. 

첨단기술흡수를 위한 '기술우물전략' 

중국의 반도체기술은 실험실 수준과 공장수준이 현격한 격차를 지니고 있다. '국가중점실험실'을 중심으로한 기초이론 및 기반기
술은 상당부문 선진국을 추격하고 있는 반면, 양산을 위한 생산제조기술은 매우 취약한 상황이다. 전자공업부의 설명에 의하면 현
재 중국의 반도체 생산기술은 세계수준보다 15년 정도 뒤떨어져 있으며 효과적인 조치가 취해지지 않으면 이러한 격차는 더욱 심
화될 것이라는 우려를 나타내고 있다. 실제로 중국 15개 반도체회사의 1993년 생산량은 1억 7천만 개로 전 세계 생산량의 0.4% 
에 불과하다. 지난 10년 동안 투자의 부족으로 중국의 반도체 산업의 성장은 지지부진하였다. 반면, 미국, 일본, 서유럽, 한국, 대
만 등은 반도체 산업에 수 십억 달러를 투자함으로써 급격한 성장곡선을 그렸다. 

1990년 중국 정부는 반도체의 전략적 중요성을 인식하고 야심찬 반도체 개발프로그램을 추진하기 시작했다. 즉 기술과 제조능력
의 향상을 위해 총 30억 元(3억 4천 5백만 달러)의 투자계획을 세운 것이다. 그러나 정부관계자들은 이 프로그램이 그 동안 순조
롭게 진행되지 못했던 점을 인정하고 있다. 가장 큰 원인은 서방측의 전략적 기술수출을 제한하는 COCOM 규제에 의해 반도체 
제조에 필요한 첨단장비들의 수입이 어려웠기 때문이다. 

최근 들어 중국 정부는 이른바 '기술우물전략'을 통한 외국의 첨단제조기술 흡수에 박차를 가하고 있다. 대부분의 기술후진국들
은 턴키베이스의 플랜트 수입이나 하청공장의 형태로 기술을 수입하기 때문에 기술발전에 상당한 시간과 비용이 투입되어야만 한
다. 그러나 중국의 경우, 합작공장의 형태가 가장 유리하도록 제도적으로 만들어 놓아 좀더 용이하게 기술흡수를 할 수 있도록 하
였다. 턴키베이스나 하청형태인 경우에도 중국이 가진 막대한 마켓잠재력을 무기로 외국기업끼리 경쟁을 시켜 보다 많은 첨단 기
술을 흡수하고 있다. 최근 NEC은 합작사인 首鋼日電電子에 0.7㎛의 미세 가공기술의 제공 4MD램을 일관 생산하는 한편, 16MD
램의 조립생산을 위해 120억 엔의 투자계획을 발표한 바 있다. NEC이 제공하는 기술의 설계룰은 0.7㎛이지만 생산에서는 0.5
㎛ 스테퍼가 사용되는 것으로 알려졌다. 이 밖에도 미국의 AMD, 모토롤라, 일본의 도시바, 미쓰비시, 히타치, 한국의 삼성 등이 
생산주력거점을 마련하기 위해 적극적으로 중국에 투자하고 있다. 세계 유수의 반도체회사들이 만리장성을 공략하면 할수록 그
에 비례해 중국의 반도체 기술 능력은 빠른 속도로 축적될 것으로 예상된다. 

중국의 반도체기술 평가 및 향후전망 

중국기술의 주요한 특징 중의 하나는 기초기술 및 시제품 제조기술 등 실험실단계에서의 기술수준은 선진국에 접근해 있는 반면, 
대량생산을 위한 공장단계의 제품기술에서 취약성을 갖는 경우가 많다는 점이다. 반도체가 가장 전형적인 분야인데 '국가중점실
험실'을 중심으로 한 연구소 차원에서의 반도체기술은 일정부분 첨단기술수준에 근접해 있다. 그러나 생산제조기술은 매우 미약
했다. 경쟁이 결여되었던 사회주의체제라는 구조적 문제에서 기인하지만 가장 중요한 원인은 항공우주 및 국방기술부문을 제외하
고는 사회적인 수요가 거의 없었다는 측면에서 찾을 수 있다. 실질적으로 기존 영세 국영기업체들에 의한 반도체생산시설은 3∼5
인치의 웨 

<표> 세계 반도체기업의 對중국 기술공여 현황(1995∼96) 
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이퍼크기와 회로선폭 2∼5㎛ 수준인 것으로 알려져 있다. 

최근 중국의 반도체기술은 급속한 발전이 예상되고 있다. 첫째는 기술발전에 유리한 정책환경이 조성되고 있다는 점이다. 정보화 
사회의 기반기술이 되는 반도체에 대한 중요성을 깊이 인식하고 있는 중국 지도부가 반도체 기술개발을 정책우선순위의 중요한 
부문으로 올려놓고 집중적인 투자를 가하고 있다. 현재 전자공업부는 매년 30%의 성장을 계획하고 있다. 2000년 이전에 연산 
10억 개의 반도체 생산이 목표다. 10개의 반도체 설계 및 개발센터를 설립했고, 앞으로 30∼40개의 센터를 더 확보할 계획이다. 
또한 대부분 영세기업인 기존의 기업체제를 연산 1억 개 이상의 반도체를 생산하는 대형 기업화하기 위한 계획들이 추진되고 있
다. 아울러 전자공업부가 발표한 「20개 집중육성 프로젝트」에서도 반도체가 '908공정'으로 맨 앞에 거명되어 반도체 산업에 대
한 중국의 강력한 의지를 표출시키고 있다. 

둘째는 중국 반도체 시장의 급성장이다. 최근 발표된 시장조사결과 '93년 총 15억 1천 2백만 달러에 그쳤던 중국 반도체 시장이 
'95년에는 28억 2천 4백만 달러로 증가하였고, '98년에는 71억 7천 9백만 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 예측되고 있다. 이
와 같은 급성장은 '90년 이후 주 수요처 역할을 해 온 민수용기기 생산이 꾸준히 늘고 있으며, 1∼2년 전부터는 PC를 비롯한 OA
기기와 통신 관련 기기 등 산업용제품의 생산이 본격 확대되고 있는데 따른 것으로 분석된다. 최근 전자공업부가 중점적으로 추진
하고 있는 전자교환기, 비디오, 팩스, 복사기, 이동통신전화기의 개발계획과 특히 국가정보네트워크의 구축을 위한 「三金工程」
(3개의 Golden Project)은 엄청난 반도체 시장을 창출할 것으로 기대하고 있다. 2000년까지 반도체 수요는 20∼30억 개로 추산
된다. 

셋째는 COCOM 해체를 계기로 첨단제조장비의 수입이 한층 용이해 질 것으로 판단된다. 러시아가 새로 가입한 신COCOM 체제
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는 북한, 이란, 이라크, 리비아 4개국을 대상으로 발효되기 때문에 중국은 제외되어 있는 상황이다. 

넷째, 외국의 첨단기술을 최상의 유리한 조건으로 도입하기 위한 이른바 '기술우물전략'의 적극적인 추진이다. 즉 막대한 시장잠재
력을 협상카드로 외국기업을 교묘히 경쟁시켜 기존의 개도국들이 경험했던 장기간의 기술흡수경로를 과감히 뛰어 넘는 상황을 연
출하고 있다. 물론 이를 위한 공식적인 제도적 장치도 마련하고 있다. 예를 들면 해외자본 및 기술유치에 있어서 투자유치품목을 
현지 수급상황과 기술의 하이테크 정도에 따라 1(紅燈), 2(黃燈), 3(錄燈)등급으로 구분하고 외자진출속도를 조절하는 경우이
다. 이에 따라 컬러TV, VCR로 대표되는 1분류와 소형컴퓨터, 이동통신기기로 대표되는 2분류는 투자규모와 관계없이 중앙정부
의 승인을 받아야 하지만 반도체, 소프트웨어산업 등의 3분류는 기술이전이 시급한 '高技術 제품'으로 인식하고 파격적인 우대조
건을 제시하고 있다. 결국 반도체 일관공정을 적극 유치하고 선진국의 앞선 기술을 단기간의 기술흡수를 통해 'Made in China'의 
실질적인 기술수준을 'Made in USA', 'Made in Japan', 'Made in Taiwan'의 제품기술 수준으로 올리려는 노력이 현재 진행 중
이다. 

 

주석 1) 정책동향팀 선임연구원, 행정학 박사 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stepi.re.kr/upload/product_stp/AB01-1996-M04-005.HTM (4 / 5)2006-05-15 오후 1:55:24



과학기술정책동향 1996.4 (통권 제85호) 005

 

 

 

 

 

 

http://www.stepi.re.kr/upload/product_stp/AB01-1996-M04-005.HTM (5 / 5)2006-05-15 오후 1:55:25


	www.stepi.re.kr
	과학기술정책동향 1996.4 (통권 제85호) 005


